Prace se zabyva piipravou UHV aparatury umoziujici méfeni skenovacim
tunelovym mikroskopem pfi nizkych teplotach a studiem jednorozmérnych hlinikovych
struktur na povrchu Si(100)2 x 1. Byla provedena kalibra¢ni méfeni depoz-
iéni rychlosti Al z pfipraveného vypaiovadla, teploty kiemikového substratu
pfi zihani a pribéhu teploty chladiciho vyméniku kryopanelu pii chlazeni ka-
palnym dusikem. Bylo provedeno méteni pomoci STM pii teploté 60°C a po-
zorovany hlinikové fetizky na kifemikovém povrchu. Byly vyhodnoceny jejich
délky a tvary a vytvoiena rozdéleni délek fetizki pfi ruznych teplotach vy-

vvvvvv

s probihajicimi fyzikalnimi déji.



